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8.1. Memorias de Lectura/Escritura 
Volátiles


 

RAM = Memorias de acceso aleatorio.


 
CAM = Memorias de acceso por contenidos.


 

Memorias de acceso secuencial (FIFO, LIFO)





8.2. Organización de las Memorias SRAM



Organización 2D



Diagrama







8.3. Evolución de las SRAM





 
Mejoras


 

Uso de registros 
y 
comportamiento 
síncrono



 

Acceso a 
direcciones en 
modo ráfaga



8.4. Celdas RAM Estáticas (SRAM) en 
Tecnología Bipolar


 

Velocidad
Tecnologías bipolar o bicmos


 

Capacidad
Tecnología CMOS



Celda SRAM Bipolar



8.5. Celdas RAM Estáticas (SRAM) en 
Tecnología MOS



8.6. Celdas RAM Dinámicas (DRAM) en 
Tecnología MOS


 

Alta capacidad, bajo consumo con menos velocidad que la RAM estática


 

Hay pérdida de carga


 

Circuito de refresco


 

Lectura destructiva


 

Disminuimos el número de transistores


 

Elemento de carga



8.7. Organización de las Memorias RAM 
Dinámicas (DRAM)






 

8.7.1. Ampliación del Numero de Líneas de 
Entrada/salida


 
Dividir la arquitectura en zonas o segmentos a las 
que se accede simultáneamente cargando en 
paralelo


 

Conseguimos “n” bits en paralelo en el mismo tiempo que 
antes necesitabamos para un bit


 

8.7.2. Modificaciones en los Modos de Acceso


 
Acceso en modo página


 

8.7.3. DRAMs Síncronas con Bancos Múltiples


 
Dotar de registros a las entradas de direcciones, 
datos y señales



8.8. Circuitos de Memoria Asociativa (CAM)


 

Memorias RAM


 

Todas las celdas direccionables en un tiempo único


 

Diferencia entre dirección y contenido


 

Primero se seleccionaba una dirección y después se realizaba la operación (lectura o escritura)


 

Memorias CAM (Content Addresable Memory)


 

Memorias asociativas


 

Se usa el contenido (el dato) para seleccionar el conjunto de direcciones que contienen ese dato de forma completa o parcial


 

Búsqueda por contenido rápida


 

Aplicaciones


 

Memorias caches


 

Bases de datos


 

Inteligencia artificial



8.8.1. Aspectos Básicos de la Organización 
de un Circuito CAM



 

El patrón (clave de búsqueda) se obtiene de filtrar el “comparando” 
con la “máscara” que establece la parte que nos interesa compara 
para obtener el resto de información como resultado de la búsqueda



 

El patrón se compara en paralelo con cada palabra de la CAM


 

Cada celda tiene un registro con el dato propio, otro con el del 
patrón y el circuito combinacional para comparar (NOR: AB+A´B´)


 

Solo estará en alta cuando ambas entradas coinciden


 

Si hay coincidencia se activa el indicador de marca


 

Resultados: 


 

No hay coincidencia


 

solo una coincidencia o 


 

más de una (ordenada por criterio)







8.8.2. Celda CAM Básica en CMOS



8.8.3. Ejemplos de Circuitos CAM
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